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В данной работе исследовано влияние процесса активации хлором и иодом на времена жизни фотогенерированных носителей тока в порошках CdTe.

Порошки CdTe, легированные CdCl2 и CdI2, синтезировались ампульным методом при температуре 1100 oC в течение 100 часов [1]. Измерения проводились при комнатной температуре методом СВЧ-фотопроводимости (диапазон частот 36 ГГц, разрешение 5 нс) [2]. Фотопроводимость возбуждали азотным лазером ЛГИ 21 (λ =337 нм, tимп= 8 нс, Imax = 2,4(1014 квант/см2 за импульс). 


Анализ экспериментальных данных показал, что все измеренные фотоотклики удовлетворительно описывались одной экспоненциальной компонентой. Зависимости от интенсивности падающего света, I, были линейны, а характеристические времена спадов не зависели от I. Это может говорить о том, что в эксперименте наблюдались процессы первого порядка (например, захват носителей тока на ловушки). Так, полученные времена спадов СВЧ фотоотклика для CdTe, Cd2,7Te2,2Cl и Cd9,96Te8,75Cl1,4I, были соответственно равны ~14, 40 и 10 нс. Однако рассчитанное время до электрон-дырочной рекомбинации равно [image: image2.png]Tree = 18I



 = 1.2 нс, где krec= 2 10-11 см3с-1– константа скорости реакции электрон-дырочной рекомбинации [3], kB – коэффициент поглощения,  – квантовый выход. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что процессы захвата носителей тока в ловушки происходят на временах меньше 1.2 нс. Тогда как в эксперименте наблюдаются так называемые «вторичные» процессы, вклад в которые вносят заряды, повторновышедшие из ловушек. В процессе активации хлором происходит увеличение времени спада, обусловленное, скорее всего, образованием по механизму самокомпенсации [3] ассоциатов, являющихся ловушками с меньшей глубиной, а дополнительная активация иодом приводит к образованию дополнительных ловушек и как следствии уменьшению времени спада.
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